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Sfigurel

Deneyde kurmus oldugumuz yukaridaki devrenin devre semasi SEKiL-1 de gosterilmistir.
Devre semasini kurarken programda CD4007 transistér bulunmadigi icin BUK445 transistor
kullanilmistir. Simulasyonda elde edilen tiim degerler BUK445 transistériin devre yanitidir.

Sekil-1



Deneyde 6lctiiglimiz Rref degerimiz ve IREF = 0.6 mA' e gore
Rref=22k Ohm olarak bulunmustur.

Rref= 22k oldugunda Iref degerinin 0.6m A oldugunu gostermek icin DC ampermetre ile
Blctimiiz SEKIL-2 de gdsretilmistir.

Sekil-2
Iref=0.67m A

Bu degerleri kullanarak ve Vce=15 V vererek kurmus oldugumuz devrede; lo, Va, Vg, Vd
degerleri ise SEKIL-3 te gosterilmistir.

Sekil-3



Sekil-3 te gorildtgi gibi;

lo=Ilp=674A

Reer =22k Q

V,=14.7V

Ve=0.93V

Vp =0.94 V olarak bulunmustur.
Deneyde elde ettigimiz sonuclar ise;

lo=lph=12.8mA

Reer =22k O

V,=13.27V

Ve=287V

Vp = 2.88 V olarak bulunmustur.

Deneyde elde edilen sonuglar ile simulasyonda elde edilen sonuclarin farkl olmasinin
sebebi kullanmis oldugumuz proteus programinda CD4007 kodlu transistoriin bulunmamasi ve bu
transistorlin yerine BUK455i kullanmamizdan kaynaklanmaktadir.

BUK455 ile kurulmus olan devrede Vg, Vd, lo degerlerinin; deneydeki degerlere daha
yakin bir sonuc ¢ikmasi icin Vce degerini degistirerek bir daha simiilasyonunu yaptigimizda SEKIL-4 te
gormiis oldugumuz degerleri elde etmis olduk.




SEKIL-4 te goriildigi gibi Vcc=1V verdigimizde elde ettigimiz sonuclar;
lo=1p=2.45m A
Reer =22k Q
V,=14.7V
Ve=0.67V

Vp =0.68 V olarak bulunmustur.

Bu da gdsteriyor ki; BUK445 transistor ile kurulan devre ile CD4007 transistor ile
kurulan devrede istenen akim ve voltaj degerlerini farkli beslemeler ile elde edebiliyoruz.
Fakat ayni DC voltaji vererek ayni akim ve voltaj degerlerini elde edemiyoruz. Bu nedenle
deneyde elde ettigimiz sonuclar ile simiilasyonda elde etmis oldugumuz sonuclar farklilik
gostermis oldu.

2)

Devreye 50m V peak to peak ve 5k Hz degerinde giris sinyali verildigindeki devre semasi
SEKIL-5 te verilmistir. Osiloskobun A kanali giris sinyalini C kanali ise cikis sinyalini gbstermektedir.
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Sekil-5

Devrenin simiilayonu ise SEKIL-6 da gosterilmistir.



Sekil-6 da gorildigi gibi
Vin=50m V (pk to pk)
Vout=26m V (pk to pk)
Degerleri dl¢tilmUstir ve bu nedenle devrede kazang elde edilememistir.

Devrenin simiilasyonundan kazang elde edemememizin sebebi kullanmis oldugumuz
proteus programinda CD4007 kodlu transistoriin bulunmamasi ve bu transistor (in yerine BUK455i
kullanmamizdan kaynaklanmaktadir.

Deneyde CD4007 kodlu transistorii kullanarak elde etmis oldugumuz sonuclar ise;
SEKIL-7 de gosterilmistir.

H 25.00 mV
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Sekil-7



Deneyde elde ettigimiz Vin ve Vout degerleri;
Vin=50m V
Vout=920m V
Av=Vo/Vi= 18.4 olarak bulunmustur.

Yukarida da belirtildigi gibi simiilasyonda bekledigimiz sonucu elde edemeyisimizin sebebi
kullandigimiz transistor (in farkhligindan kaynaklanmaktadir.

3)

Devrede C1 kapasitorli ile Vsin kaynagl arasina voltaj bdlici olarak bir direng
koydugumuzdaki devre semasi SEKIL-8 de gosterilmistir. Osiloskobun Akanali Vy voltajini
gostermektedir.

Deneyde ayarladigimiz Rpot=22k oldugu igin;
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Sekil-8



Devrenin simllasyonu ise Sekil-? da gosterilmistir.

Sekil-2 da ki Vy degerine gbore Rin degerini hesaplarsak;
Vx/20k+Rin = Vy/ Rin

Vx=50m V

Vy=28m V

Rin=28k degerini bulmus oluruz.

Deneyede buldugumuz Rin degeri 50k degerinde idi. Bulunmus olan degerler
arasindaki farkhligin sebebi kullanmis oldugumuz proteus programinda CD4007 kodlu
transistorin  bulunmamasi ve bu transistorin yerine BUK455i kullanmamizdan
kaynaklanmaktadir.

4)
CS amp.'da active load(aktif ytik) avantajlari;

B Bulylk direnc (yani cikis direnci ro) ve bodylece daha blyuk bir
amplifikasyon yaratmak.

B Bir direnc kullamnimina gerek yoktur. Ayrica, bliyiik direnclerin biyiik bir
alan yarattigi entegre devreler icin 6zellikle 6nemlidir.



